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Лекция №8.
Установка триклинных кристаллов

Вследствие отсутствия в кристаллах 
триклинной сингонии осей и плоскостей 
симметрии, кристаллографические оси 
выбираются здесь по трем непараллельным 
друг другу ребрам кристалла.

В результате получаем косоугольную 
систему координат: α≠β≠γ≠90⁰.

Отрезки, отсекаемые единичной гранью 
на трех кристаллографических осях, также 
не равны друг другу: а0≠b0≠c0.
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Лекция №8.
Установка моноклинных кристаллов

В кристаллах моноклинной сингонии всегда 
присутствуют либо одна L2, либо одна Р, либо (при 
наличии С) и L2 и Р одновременно.

Вдоль L2 или нормали к Р проводится вторая 
кристаллографическая ось Y (ОII) (L2 или нормаль к Р 
направляется горизонтально и параллельно зрителю).

Первая и третья оси выбираются в плоскости, 
перпендикулярной к Y (ОII). При этом, они должны быть 
параллельны ребрам кристалла.

Следовательно, углы между кристаллографическими 
осями XY (OI-OIII) и YZ (OII-OIII) прямые (α=γ=90°), угол 
между XZ (OI-OIII) косой (β≠90°).

Аналогично предыдущей сингонии единичная грань и 
здесь отсекает на трех осях разные отрезки а0≠b0≠c0.

Итак, для характеристики моноклинного кристалла 
имеем следующие условия: α=γ=90°≠β; а0≠b0≠c0.
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Установка ромбических кристаллов

Кристаллы ромбической сингонии всегда обладают тремя 
взаимно перпендикулярными единичными направлениями, 
совпадающими с L2 или с нормалями к плоскостям симметрии. С 
этими единичными направлениями и совмещаются 
кристаллографические оси.

Одна из L2 принимается за третью кристаллографическую ось 
Z и ставится вертикально. В планальном виде симметрии 
ромбической сингонии L22P единственная L2 всегда принимается за 
третью, т.е. вертикальную ось. Этот случай следует резко отделять 
от принятой здесь моноклинной установки, где единственная L2 
совмещается со второй кристаллографической осью, т.е. 
направляется горизонтально и параллельно наблюдателю. X и Y 
выбираются по двум другим единичным направлениям, причем 
первая ось направляется на зрителя.

В кристаллах ромбической сингонии кристаллографические 
оси образуют прямоугольную систему координат α=β=γ=90°.

Подобно кристаллам триклинной и моноклинной сингонии, 
единичная грань и здесь отсекает на трех осях разные отрезки 
а0≠b0≠c0.
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Установка тетрагональных кристаллов

В тетрагональных кристаллах всегда 
присутствует одна ось L4. Указанная ось ставится 
вертикально и принимается за третью 
кристаллографическую ось Z. Остальные две оси (X и 
Y) лежат в плоскости, перпендикулярной к Z, образуя 
между собой прямые углы. Эти горизонтальные оси 
совмещаются либо с L2, либо, в случае отсутствия 
таковых, с нормалями к вертикальным плоскостям 
симметрии, либо проводятся параллельно 
действительным или возможным ребрам кристалла.

Как видим, здесь не принимают участия 
единичные отрезки. Таким образом, тетрагональные 
кристаллы характеризуются следующими 
величинами: α=β=γ=90°; а0=b0≠c0.
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Установка кубических кристаллов

В кристаллах кубической сингонии (кроме 4L3) всегда 
присутствуют три взаимно перпендикулярные оси 
симметрии либо четвертого, либо второго порядка. Эти три 
оси принимаются за кристаллографические оси.

В случае наличия 3L4 кристаллографические оси 
проводятся по ним и только при отсутствии их, 
кристаллографические оси совмещаются с 3L2.

В противоположность предыдущим сингониям, 
установка кубических кристаллов является строго 
однозначной. Никакого произвола в выборе координатных 
осей здесь быть не может.

Итак, для всех кристаллов кубической сингонии: 
α=β=γ=90°; а0=b0=c0.
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Лекция №8.
Установка тригональных и гексагональных 

кристаллов
Обособленно стоят тригональные и гексагональные 

кристаллы, в которых обычно выбираются четыре 
кристаллографические оси. При этом четвертая ось 
совмещается с вертикально направленной главной осью 
симметрии (L3, L6).

В плоскости, перпендикулярной к L3 или L6 всегда 
присутствуют три симметрично равных направления, 
принимаемые за первые три кристаллографические оси. 
Эти оси проводятся либо по L2, либо по нормалям к 
плоскостям симметрии, либо же параллельно ребрам 
кристалла.

На рисунке показано расположение трех первых 
кристаллографических осей, лежащих в горизонтальной 
плоскости. Как видно на рисунке, такие оси образуют 
между собой углы 120°, причем последовательность осей 
идет против часовой стрелки. Слева от зрителя 
располагается положительный конец первой оси, справа – 
положительный конец второй оси. На зрителя 
направляется отрицательный конец третьей оси.
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Категория Сингония Вид симметрии Формула Установка

Низшая

Триклинная

Примитивный L1
X, Y и Z параллельно 

трем 
непараллельным 

ребрам кристалла;
а0≠b0≠c0;

α≠β≠γ≠90⁰

Центральный С

Моноклинная

Планальный Р Ось Y совмещают с L2 
или перпендикулярно 

P, X и Z 
перпендикулярно P, 
либо параллельно 

ребрам;
а0≠b0≠c0;

α=γ=90⁰≠β

Аксиальный L2

Планаксиальный L2РС

Ромбическая

Планальный L22Р
Z совмещают с L2 

(обычно по 
удлинению 

кристалла), X и Y 
совмещают с осями L2 
или перпендикулярно 

к плоскостям 
симметрии;

а0≠b0≠c0;
α=β=γ=90⁰

Аксиальный 3L2

Планаксиальный 3L23РС
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Средняя
Тригональн

ая

Примитивный L3

Z совмещают с L3, оси X, Y 
и U – с осями L2 (при их 

отсутствии – с 
перпендикулярами к P; 

при отсутствии P – 
параллельно ребрам);

а0≠b0≠c0;
α=β=90⁰; γ=120⁰

Центральный L3С

Планальный L33Р

Аксиальный L33L2

Планаксиальный L33L23РС
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Средняя
Тетрагональ

ная

Примитивный L4

Z совмещают с 
L4 или Li4, оси X 
и Y совмещают с 
осями L2 (при их 

отсутствии – 
перпендикулярн

о к P; при 
отсутствии P –
параллельно 

ребрам);
а0≠b0≠c0;

α=β=γ=90⁰

Центральный L4РС

Планальный L44Р

Аксиальный L44L2

Планаксиальный L44L25РС

Инверсионно-
примитивный

Li4=L2

Инверсионно-
планальный

Li42L22Р
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Средняя
Гексагональ

ная

Примитивный L6

Z совмещают с 
L6 или Li6, оси 

X, Y и U – с 
осями L2 (при 

их отсутствии – 
с 

перпендикуляр
ами к P; при 

отсутствии P – 
параллельно 

ребрам);
а0≠b0≠c0;

α=β=90⁰; γ=120⁰

Центральный L6РС

Планальный L66Р

Аксиальный L66L2

Планаксиальный L66L27РС

Инверсионно-
примитивный

Li6

Инверсионно-
планальный

Li63L23Р
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Высшая
Кубическ

ая

Примитивный 4L33L2

X, Y, Z 
совмещают с 

осями L4 (при их 
отсутствии с 

осями L2);
а0=b0=c0;

α=β=γ=90⁰

Центральный 4L33L23РС

Планальный 4L33L26Р

Аксиальный 3L44L36L2

Планаксиальный 3L44L36L29РС


